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【手続補正書】
【提出日】平成23年4月27日(2011.4.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面状の第１主表面を有する基板（１）の上に半導体デバイス（１０）を形成する方法
であって、
　基板（１）の第１主表面をパターニングし、第１主表面の平面に実質的に垂直な方向に
、基板（１）から延びた、少なくとも１つの構造（２０）を形成する工程と、
　少なくとも１つの構造（２０）により覆われていない基板（１）の位置に、部分的に変
更された領域（６）を形成し、これによりそれらの領域（６）のエッチング抵抗を部分的
に増加させる工程とを含み、
　部分的に変更された領域（６）の形成工程が、主表面の平面に実質的に垂直な方向に注
入元素を注入して行われることを特徴とする方法。
【請求項２】
　エッチング抵抗の部分的な増加が、半導体デバイス（１０）を形成する更なる処理工程
中に、少なくとも１つの構造（２０）のアンダーエッチングを防止する請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　基板（１）が、表面を有する絶縁層（２）の上の半導体層（３）を含む半導体・オン・
絶縁体基板であり、
　基板をパターニングする工程が、半導体層（３）をパターニングする工程を含み、
　部分的に変更された領域を形成する工程が、少なくとも１つの構造（２０）により覆わ
れていない位置の絶縁層（２）中に、部分的に変更された領域（６）を形成する工程を含
む請求項１または２に記載の方法。
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【請求項４】
　基板（１）がバルク半導体基板であり、
　基板（１）をパターニングする工程が、バルク半導体基板（１）をパターニングする工
程を含み、
　部分的に変更された領域を形成する工程が、バルク半導体基板（１）中に、部分的に変
更された領域（６）を形成する工程を含む請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　注入元素を注入する工程が、イオン注入により行われる請求項１～４のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項６】
　注入元素を注入する工程が、プラズマドーピングにより行われる請求項１～５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項７】
　注入元素を注入する工程が、１Ｅ１３ｃｍ－２と１Ｅ１７ｃｍ－２の間のドーズで行わ
れる請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　注入元素が、炭素、窒素、酸素、またはそれらの組み合わせを含む請求項１～７のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項９】
　更に、少なくとも１つの構造（２０）の下に、部分的に変更された領域を拡げる工程を
含む請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つの構造（２０）の下に、部分的に変更された領域を拡げる工程が、１ｎ
ｍと２０ｎｍの間の膜厚ｔを有する部分的に変更された領域（６）を形成する請求項９に
記載の方法。
【請求項１１】
　少なくとも１つの構造（２０）の下に、部分的に変更された領域（６）を拡げる工程が
、アニールにより行われる請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　アニールが、８００℃と１０００℃の間の温度で行われる請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　アニールが、１秒と６０秒の間の時間行われる請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　基板（１）をパターニングする工程が、
　基板（１）の上にマスク（４）を提供する工程と、
　マスク（４）により覆われていない基板（１）の部分を除去する工程とにより行われる
請求項１～１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　マスク（４）を提供する工程が、金属、窒化物、酸化物、またはｌｏｗ－ｋ材料の少な
くとも１つを含むハードマスクを提供する工程である請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　マスク（４）を提供する工程が、フォトレジストポリマーを提供する工程である請求項
１４に記載の方法。
【請求項１７】
　平面状の第１主表面を有する基板（１）から延びた少なくとも１つの構造（２０）を含
む半導体デバイス（１０）であって、少なくとも１つの構造は、基板（１）の主表面の平
面に実質的に垂直な方向に延び、
　半導体デバイス（１０）は、更に、少なくとも１つの構造（２０）により覆われていな
い位置の基板中に、部分的に変更された領域（６）を含み、部分的に変更された領域（６
）は、変更されていない基板（１）のエッチング抵抗に比べて増加したエッチング抵抗を
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有し、
　部分的に変更された領域（６）が、注入された注入元素を含むことを特徴とする半導体
デバイス。
【請求項１８】
　基板（１）が半導体・オン・絶縁体基板であり、半導体デバイス（１０）が半導体・オ
ン、絶縁体基板（１）の絶縁層（２）の上にパターニングされた半導体層（５）を含み、
絶縁層（２）が表面を有し、
　基板中の部分的に変更された領域は、パターニングされた半導体層（５）により覆われ
ていない位置の、絶縁層（２）の表面の、部分的に変更された領域（６）である請求項１
７に記載の半導体デバイス。
【請求項１９】
　絶縁層（２）の中の部分的に変更された領域（６）が、ＳｉＯｘＮｙ（ｘとｙは、ｘ＋
ｙ＝１を満たす整数）を含む請求項１８にかかる半導体デバイス。
【請求項２０】
　基板（１）が、バルク半導体基板である請求項１７に記載の半導体デバイス。
【請求項２１】
　注入元素が、炭素、窒素、酸素、またはそれらの組み合わせを含む請求項１７～２０の
いずれか１項に記載の半導体デバイス。
【請求項２２】
　部分的に変更された領域（６）が、１Ｅ１３ｃｍ－２と１Ｅ１７ｃｍ－２の間の濃度の
炭素、窒素、および／または酸素を有する請求項２１に記載の半導体デバイス。
【請求項２３】
　部分的に変更された領域（６）が、１ｎｍと２０ｎｍの間の膜厚（ｔ）を有する請求項
１７～２２のいずれか１項に記載の半導体デバイス。
【請求項２４】
　部分的に変更された領域（６）が、少なくとも１つの構造（２０）の下に延びる請求項
１７～２３のいずれか１項に記載の半導体デバイス。
【請求項２５】
　半導体デバイス（１０）が、ＦｉｎＦＥＴである請求項１７～２４のいずれか１項に記
載の半導体デバイス。


	header
	written-amendment

